
PKK eSalektronik 

nformation 

KP 305 D‚ KP 305 E‚ 2/67 (11) * 

KP 305 Sh,KP 305 I 
Herstellerland: UdSSR 

Übersetzung , bearb. 

Peldeffekt-Kleinle: Z 

Allgemeines 

Die Transistoren KP 305 D, KP 305 Sh, KP 305 B, XP 305 I sind planare Silizium-Feldeffekt- 
Transistoren mit isoliertem Gate und n-Kanal (Verarmungatyp). 

Sie aind vorgesehen für den Einsatz in hochoehmigen Eingangsstufen von HF-Verstärkern und Ver- 
stärkern für allgemeine Anwendung. 

Bauform: A 4/15-4a nach TGL 11 811 bzw. 

C 22=2 nach TL 39 546 (hermetisches Metallgehäuse mit 

uiegsamen Anschlüssen) 

Nasse: max, 1,0 g 

Substrat + 

Gehäuse 

Saurce 

Droin 

Gate 

Bild 1: Bauform KP 305 D = KP 305 I



Grenzwerte (tmb = —60 477 +125 °%) 

Gate-S0ource-Spannung "us=-: 115 v 

Gate-Drain-Spannung Uopmax £15v 

Drain-Source-Spannung Unu 15V 

Drain-Substrat-Spanmmumg UpBmax 15 V 

Drainstrom 1y 15 mi 

Verlustleistung PD ” 150 zW 

(bamp = =60 44 +25 %C} 

1 Im Temperaturbereich von t__h = +25 .. +125 °C sinkt die Verlustleistung linear auf 50 mW. 

atzhinwei: 

Während der Lagerung und des Transportes sollen die Anschlusse miteinander verbunden (kurzge- 

schlossen) sein. ® 

Vor dem Beginn der Arbeit mit dem !rmhtnr ist es notwendig, mit der Handfläche für 120 s eine 

geerdete Metallfläche zu berühren. 
Während der Handhabung des Transistors soll der Monteur ein ı geerdeten Schutzring am Arm tragen. 
Die Transistoren sollen bei einer Temperatur von max. 260 %% gelötet werden (Niederspannungs- 

Lötkolben mit Ug $& 12 V und geerdeter Spitze), Die Lötdauer darf dabei 3 s nicht l.\bonchreitm‚ 

der Abstand Lötstelle = Gehäuse 8soll > 5 mm betragen. 

Elektrische Kemwerte (fÜr tamy - 25 * 10 °%) 

\ Kurz- | min. max. |Ein- | Meßbedingungen 
zeichen « heit Ups I f 

typ: 
U, w 

( 
Y E KHz 

Vorwärtssteilheit YE1S 10 5 1 * 10_3 

KP 305 D, KP 305 Sh 5,2 10,5 mA/V 

KP 305 E 4 8 mA /V 

KP 305 I 4 10,5 mA /V 

Ausgangsleitwert Yasg 150% “ ms ‘ | 5 - 

” Drain-Reststrom P IDS(Ufi.’ - 4 {„ 10;10' _ - 

Sa Gate-Restatrom 10855 0;15 - - 

KP 305 D, KP 305 Sh, 9 
KP 305 I - 110 A 

KP 305 8 - 5-107°12| x 
Abschnlrspannung U‚ -6 - Y 10 0,01 = 

Gate-Source-Spannmumg l1G3 10 5 - 

KP 305 D 0,2 2 Y 

KP 305 E, KP 305 Sh =0,5 0,5 Y 

KP 305 I =2,5 -0,2 Y 



2/87 (11) 3 KP 305 D - KP 305 I 

Fortsetzung ZElektrische Kennwerte 

Kurz- min. maxX, Ein- Meßbedingungen 
zeichen heit Uns z 

Ug 
v m MHz 

Eingengskapazität Ca15 - 5 pF 10 5 10 

Rückwirkungskapazität cI2S - 0,8 PF 10 5 10 

Rauschfaktor P 15 5 250 

KP 305 D, KP 305 Sh - 75 äB 

Leistungsverstär- G 15 5 250 
kungsfaktor P ; 
KP 305 D, KP 305 Sh 13 - dB 

Die folgenden Kurvendarstellungen sind typische Verläufe und tragen rein informativen 

Charakter, 

Die Angabe der 95 %-Grenzen äient der Verdeutll.ehu1ns der möglichen Streubreite 

d typische Abhängigkeit; — -“ -=== CGCrenzen der 95 %-Verteilung). 
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Bild 2: Typische Übertreagungskennlinien



a ' s i
 H+
 

—
—
 a P 

1 

[ 1Lrm.uvst tamb-125°C 

; ; A 
G A ö Z 

=20 5: -1 05 0 05 1 15 2 -& -3 2 1 

Ugs UGs, 
W V 

Bild 3: Typische Übertragungskennlinien bei verschiedenen Umgebungstemperaturen e„„ 

a) für KP R0OS D, KP 305 ®, KP 305 Sh b) für KP 305 I 
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Bild 4: Steilheit in Abhängigkeit 
a) vom Drainstrom Y b) von der Gate-Source-$S] un °) von der B=- ) ) peanım tg:mm
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Bild 6: Abhängigkeit 
a) des Gate-Stroms von der Umgebungstemperatur 

bd) des Drain-Stroms von der Umgebungstemperatur 

c) der Gate-Source-Spannung von der Umgebungatemperatur
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Bild 8: Abhängigkeit Mbtz MHz 

a) des Rauschfaktors von der Frequenz b) des Leistungsverstärkungsfaktors von der 
Frequenz $ 
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